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GAMMA 10/PDX で は 、 Ion Cyclotron Range of 
Frequency (ICRF)波動を⽤いてプラズマの⽣成・加熱
を⾏なっている。近年、GAMMA 10/PDX ⻄エンド部
でダイバータ模擬実験[1]が⾏われており、さらなる端
損失プラズマパラメータの上昇を⽬的としてアンカー
部での ICRF 追加熱実験が⾏われている。アンカー部で
の追加熱時には、セントラル部並びにアンカー部の密
度上昇やセントラル部でのプラズマ電位の上昇が観測
されており、これに起因する端損失プラズマパラメー
タ上昇が確認されている。本研究では、特にプラズマ電
位の上昇に注⽬し、アンカー部での ICRF 追加熱時のプ
ラズマ電位上昇の物理解明を⽬的としている。 
電位は、セントラル周辺部に設置された分割リミター

[2]の浮遊電位、Gold Neutral Beam Probe (GNBP) を
⽤いたセントラル中⼼部の空間電位、アンカー周辺部
に設置した⼩型の⾦属⽚を⽤いての周辺部浮遊電位を
測定した。 
まずイオンサイクロトロン共鳴やアンカー部での電

⼦のバウンス周波数との共鳴等、ICRF 波動と粒⼦の共
鳴現象が電位上昇に重要な役割を持つか調べるために、
アンカー部中央に共鳴層を持つ 9.9~10.3 MHz 帯の周
波数以外に、アンカー部並びにセントラル部にサイク
ロトロン共鳴層を持たない 6.0 MHz や、アンカー部の
中⼼ミラー部での電⼦のバウンス周波数(~10 MHz 程
度)と共鳴しないと考えられる 16.26 MHz の ICRF 波
動を印加する実験を⾏なった。図 1 は、6.6, 9.9, 16,26 
MHz 印加時のセントラル周辺部の浮遊電位とプラズマ
中⼼部でのプラズマ電位の変化を⽰す。図 1 に⽰すよ
うに、浮遊電位上昇やプラズマ電位上昇の周波数によ
る依存性は確認されなかった。また、アンテナ形状や設
置位置の磁場形状が電位上昇に重要な役割を持つかを
調べる⽬的で、アンカー部の異なるアンテナ(アンカー
部セントラル側の ICRF アンテナ:WAI-DAT,アンカー
部エンド側の ICRF アンテナ：WAO-DAT)を⽤いる実
験を⾏なった。図 2 は WAI-DAT と WAO-DAT を⽤
いた時のセントラル部周辺部浮遊電位の⽅位⾓分布を
⽰す。図 2 に⽰すようにアンテナの違いが顕著に現れ
た。 
 

本研究ではこれらの結果やアンカー周辺部の浮遊電
位計測⽤⾦属⽚の結果をもとに、アンカー部の追加熱
によりセントラル部の電位が上昇するメカニズムを議
論する。 
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図 1 (a)浮遊電位(b)空間電位の時間発展(⻘線:6.0 

MHz、⾚線:9.9 MHz、緑線:16.26 MHz) 

 
図 2 セントラル部周辺部浮遊電位の⽅位⾓分布

の ア ン テ ナ ⽐ 較 ( ⾚ 線 :WAI-DAT 、 緑
線:WAO-DAT) 


